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摘要(译)

提供可用两个或三个光掩模制作的TFT阵列基板结构。为此在具有象素
电极(14’)和TFT(16)的TFT阵列基板中,上述TFT包含:在绝缘性基板(1)上
堆积的硅半导体膜、在上述硅半导体膜的沟道区上形成的栅绝缘膜(4’)、
在上述栅绝缘膜(4’)上形成的栅极(5’)、覆盖上述栅极(5’)的表面的栅极金
属氧化膜(7)、作为上述栅极金属氧化膜(7)上面的互相分离的电极且覆盖
上述栅极金属氧化膜(7)的至少源区侧的侧面和源区的源极(12)、以及以
覆盖上述栅极金属氧化膜(7)的至少漏区侧的侧面和漏区的方式形成的漏
极(13)。
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